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§１．研究成果の概要 

 

本年度は、第二年次後半に開始したレーザーアブレーションによる熱的擾乱の少ないストロンチ

ウム原子の生成の研究成果を用い、発生したストロンチウム原子の光イオン化と基板電極による原

子イオンの捕獲を目指し実験を行った。 

レーザーアブレーションは波長 1064nm のナノ秒パルスレーザを金属ストロンチウム、チタン酸ス

トロンチウム、酸化ストロンチウムといった物質に照射することで行うが、それぞれの物質に応じてイ

オンの捕獲に関する振る舞い、具体的には捕獲のために必要となる時間やレーザー強度などが異

なることが予想される。実際にレーザーアブレーションにより発生したストロンチウム原子を光イオン

化し表面電極直上においてストロンチウムイオンを捕獲することに成功した。照射パルスエネルギ

ーを変化させて単一パルス当たりに捕獲ポテンシャルに導入されるイオンの数分布を調査したとこ

ろ、パルスエネルギー114 µJ においては平均イオン数 3 程度のポアソン分布になることが確かめら

れた。一方、パルスエネルギーが 80 µJ のときにはポアソン分布とはかけ離れた数分布になり、実に

単一イオンのみを捕獲できる確率が 82%となった。これは決定論的単一イオン捕獲の実験における

それまでの最高記録であった 40%をはるかに凌駕するものであり、国際学術誌に掲載された 1)。 

さらに、半導体ミラーの表面電極トラップ上への集積に向けた微細加工プロセス開発を進めた。

具体的には、現在まで用いていた膜厚 3 µm 程度での利用を想定されているフォトレジストでは最

終的に犠牲層除去による転写プリント可能な構造の作製に問題があることが判明したため、より膜

厚の大きな、30 µm 程度まで保証されたフォトレジストを利用したプロセスに転換し、再開発を進め

ている。 
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